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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年7月3日(2014.7.3)

【公開番号】特開2013-149730(P2013-149730A)
【公開日】平成25年8月1日(2013.8.1)
【年通号数】公開・登録公報2013-041
【出願番号】特願2012-8083(P2012-8083)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  25/04    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  23/36    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月19日(2014.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　絶縁層３６０は例えば、フィラーが充填されたエポキシ樹脂、セラミック等で構成され
ており、互いに表裏の関係にある主面３６１，３６２を有している。図２の図示に合わせ
て、主面３６１を下面３６１とも称し、主面３６２を上面３６２とも称する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　ヒートスプレッダ１６０ｃｄｅには、ＩＧＢＴチップ１２０ｃ～１２０ｅおよびダイオ
ードチップ１４０ｃ～１４０ｅが、第１接合部材１８０によって接合されている。より具
体的には、ＩＧＢＴチップ１２０ｃ～１２０ｅのコレクタ面１２１（図２参照）およびダ
イオードチップ１４０ｃ～１４０ｅのカソード面１４１（図２参照）が、ヒートスプレッ
ダ１６０ｃｄｅのチップ搭載面１６２（図２参照）に接合されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　ここで、主電極２５０ｆｇｈ，２７０ｃｄｅ，２７０ｆ～２７０ｈは、モールド樹脂４
１０の外部へ突出した外部端子２５３，２７３を有している。これに対し、主電極２５０
ｃ～２５０ｅは、外部端子２５３を有していない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
　なお、モールド樹脂４１０が、電極２５０ｆｇｈ，２７０ｃｄｅ，２７０ｆ～２７０ｈ
，２９０ｃ～２９０ｈの外部端子部分２５３，２７３，２９３と、箔付き絶縁シート２３
０のうちで半導体チップ１２０ｃ～１２０ｈ，１４０ｃ～１４０ｈから遠い側に位置する
シート表面２２１（図２参照）と、絶縁基板３５０Ｂのうちで半導体チップ１２０ｃ～１
２０ｈ，１４０ｃ～１４０ｈから遠い側に位置する基板主面３５２（図２参照）を覆わな
いように、例えばモールド金型の樹脂注入空間が設計されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７４】
　このような構造によれば、ヒートスプレッダ１６０ｉｊによってＭＯＳＦＥＴ１２０ｉ
，１２０ｊのドレイン電極とダイオード１４０ｉ，１４０ｊのカソード電極とが接続され
、第１主電極２５０ｉｊによってＭＯＳＦＥＴ１２０ｉ，１２０ｊのソース電極とダイオ
ード１４０ｉ，１４０ｊのアノード電極とが接続される。すなわち、図２０の回路図に示
すように、ＭＯＳＦＥＴ１２０ｉとダイオード１４０ｉとが逆並列に接続され、ＭＯＳＦ
ＥＴ１２０ｊとダイオード１４０ｊとが逆並列に接続され、これら２つの逆並列回路が並
列に接続される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９４】
　ワイヤ３３０Ｄは、実施の形態１で例示したワイヤ３３０と同様に、ヒートスプレッダ
１６０ａ，１６０ｂから見て絶縁基板３５０Ｄの側へ突出したワイヤループ形状を有して
いる。しかし、ワイヤ３３０Ｄのワイヤループ形状は、実施の形態１で例示したワイヤ３
３０に比べて低い。具体的には、ワイヤ３３０Ｄのループ頂点３３１は、絶縁基板３５０
Ｄの下面３５１の位置を超えていない。換言すれば、ワイヤ３３０Ｄは、絶縁基板３５０
Ｄから見てヒートスプレッダ１６０ａ，１６０ｂの側の領域内に収まっている。なお、ワ
イヤ３３０Ｄのその他の点は、基本的に、実施の形態１で例示したワイヤ３３０と同様で
ある。
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